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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocnéjsi

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

pFisnych poZadavkd, které jdou nad rdmec ptimo&arého navrhu elektronického obvodu. Resitel musi kombinovat velké
mnoZstvi zdroju informaci z oblasti technologie, kvality, robustnosti (EMC, ESD), musi se seznamit s existujicimi feSenimi a
zkusenostmi.

Spinéni zadani splnéno s vétsimi vyhradami
Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zadadni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Predlozena diplomova prace pokryva jednotlivé ¢asti zadani takto (detaily jednotlivych bod( viz Pokyny k vypracovani):

1. Rozbor stavajicich feseni, jejich porovnani, vybér architektury pro feseni, atd.: spInéno na vynikajici Grovni. Prace
je vtomto bodé velmi detailni, po obsahové i formalni strance nadpriimérna.

2. Navrh RC oscilatoru v technologii i4tE spole¢nosti ON Semiconductor se zadanymi parametry a vlastnostmi:
zvolen spravny postup, velmi detailné a logicky zdokumentovany diléi vysledky. PouZita strukturovana
metodologie , top-down*“, rozpracovano feseni jednotlivych podblokd. Celkovy obvod je funkéni za vétsiny
simulovanych podminek a jeho chovani odpovida teoretickym predpokladim.

Zasadni vyhradou je, 7e se bohuZel nepodafilo splnit zadané parametry za véech simulovanych podminek. Reseni
také stdle pouziva nékteré idedlni prvky a neobsahuje obvody pro ,,trimovani“ procesniho rozptylu

Tyto nedostatky jsou vSak jasné zdokumentovany a je naznacen dalsi smér, kterym by se mélo ubirat uplné feseni.
Regeni nevykazuje strukturaini problémy, jde spi$e o dlisledek nedostatku €asu a soustfedéni Fesitele na

teoretickou a formalni stranku prace

3. Vyhodnoceni vysledk( a shrnuti poznatk(: splnéno velmi dobfe

Pfes vySe zminéné vyhrady hodnotim predloZzenou praci jako vysoce kvalitni a doporucuji ji k obhajobé.

Zvoleny postup FeSeni spravny

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

Jak jiz bylo uvedeno v predchozim odstavci, zvoleny postup je spravny, ocefuji zejména metodologii (,,top-down
approach”), kterou fesitel pouZil na postupnou konkretizaci jednotlivych blokud a ktera prispiva i k celkové dobré trovni
vysvétleni feseni i dokumentace simulacnich vysledk.
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Odborna uroven A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Po odborné strance je predloZzena prace nadpriimérna, v nékterych ¢astech ji Ize pfirovnat i k praci dokotorandské.

Formalni a jazykova Uroven, rozsah prace A - vyborné
Posudte sprdavnost pouZivani formdlnich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Rozsahem i celkovou formou je predloZend prace také vysoce nadprimérna a stylisticky pUsobi velmi jednotné a
srozumitelné v celém svém rozsahu. Oceniuji zaroven vysokou Uroven anglictiny, ve které Ize najit jen drobné nedostatky
(nékteré predloZzkové vazby, vztaina zajména ...). Jako drobné korekce formalini i obsahové uvadim:

- Neékolik zfejmé nespravnych referenci na obrazky v kapitolach 2.1.2. a3 2.1.3.

- Pravdépodobné totozné obrazky 3.9. a 3.11., které by mély byt rozdilné

- Signal ,,power-down“ v navrzeném reseni (uzly PD a PDb) ma polaritu opacnou, nez je prakticka zvyklost

- Uvedené simulace procesnich rozptyll nékdy zbytecné obsahuji i zménu kapacity, zatimco je v obvodech pouzita

kapacita idedlni

Vybér zdrojh, korektnost citaci A - vyborné

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskdavdni a vyuZivani studijnich materidl( k reSeni zdvérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vsechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vsechny prevzaté prvky radné
odliseny od viastnich vysledki a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

V souladu s velmi dobrou odbornou Urovni prace je i pouzivani zdroju a citaci na vysoké Urovni — fesitel se prokazatelné
seznamil s velkym mnoZstvim publikaci tykajicich se tématu. Jejich prehled a vyhodnoceni v praci ukazuje, Ze s nimi
pracoval aktivné a je schopen je pouzit s hlubokym inZzenyrskym pochopenim. Bez problém{ Ize také odliSit samotné citace
od vlastnich formulaci resitele.

Dalsi komentare a hodnoceni
Vyjadrete se k trovni dosaZenych hlavnich vysledki zavérecné prdce, napr. k urovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupum, experimentdlni zruc¢nosti apod.
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I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Ackoliv se nepodafilo dosdahnout Uplného vyfeSeni zadani, je nepochybné, Ze navrzeny postup i dil¢i vysledky lIze
naddle rozvinout a pouzit k Uspésnému dokonceni ndvrhu. Celkova Uroven prace — po strance formalni, jazykové,
odborné i metodologické — prokazuje, Ze feSitel ma vSechny predpoklady pro praci v oboru mikroelektroniky a
patfi k nadprdmérnym studentdm. Do budoucna si dovoluji doporudit vétsi soustfedéni na praktickou ¢ast reseni.

Prosim o reakci na nasledujici dotazy:

1. Jako pravdépodobny divod selhani feseni uvadi prace v zavéru nedostatecny ,biasovaci” proud
komparator( za nékterych podminek. Podafilo se Vam od odevzdani prace pokracovat v hledani pticin?
Pokud ano, existuje konkrétné;jsi vysvétleni? Jaké jiné pficiny kromé nedostatecného ,biasovaciho”
proudu mohou vést k selhani nékteré z pouzitych topologii a jak je Ize odstranit?

2. Vfeseni nejsou zahrnuty obvody pro , trimovani“ procesniho rozptylu. Naznacte, které ¢asti obvodu by
mély trimovani obsahovat a jakym zplsobem se mize realizovat.

3. Reseni ve svém stupni rozpracovani obsahuje idealni kapacitory — prace predpoklada, ze jejich rozptyl je
trimovan. Jaké konkrétni soucastky v dané technologii by mohly slouzit jako kapacitory a jak byste
pfistupoval k jejich volbé?

4. Na nékolika mistech je diskutovdn nahodny offset, ktery souvisi s ,,matchingem” — zde zejména u MOS
tranzistoru. Jak mlzZe designér ovlivnit ndhodny offset volbou topologie obvodu a volbou rozmérd MOS

tranzistord? Na schematu pouZitého operacniho zesilovace nebo komparatoru (obr. 5.5.nebo 5.8.) ukazte,
které tranzistory budou pravdépodobné kritické pro ndhodny offset.

PredloZzenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 2.6.2019 Podpis:
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